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株式会社彗星電子システム 

第３版 ２０１８年３月 発行 

１． 概要 

本資料ではＥＦＰ－ＬＣでルネサスエレクトロニクス製電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵）に対して、書込み、

消去を行うために必要な注意事項が記載されています。 

 

 

２． 動作環境、および対応ＭＣＵ一覧 

２．１ 動作環境 

本書に記載されているＭＣＵは表２.１で示す環境でご使用ください。 

 

表２.１ 動作環境 

ＭＣＵシリーズ名称 ＥＦＰ－ＬＣ Ｖｅｒｓｉｏｎ 

電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵） Ｖｅｒ．２.００.０４以上 

 

下記のサイトにて各Ｓ／Ｗの最新バージョンアップデータをダウンロードすることができます。 

定期的にＳ／Ｗバージョンを確認し、最新バージョンのＳ／Ｗを御使用ください 

 

<ＥＦＰ－ＬＣ Ｓ／Ｗ無償ダウンロードサイト> 

 http://www.suisei.co.jp/productdata_efplc_j.html 

 

 

 

２．２ 対応ＭＣＵ一覧 

表２.２に対応ＭＣＵ一覧表を示します。ＥＦＰ－ＬＣでの電池管理ＩＣへの書込みはＭＣＵタイプの設定が

必要です。 

スクリプトコマンドのＭＣＵセットコマンドでＭＣＵタイプを設定してください。 

ＭＣＵセットコマンドの詳細は、“７．１ ＭＣＵセットコマンド”を参照ください。 

 

表２.２ 対応ＭＣＵ一覧表 

ＭＣＵタイプ設定 対応ＭＣＵ名称 

４２：ＦＧＩＣ ＲＬ７８Ｃｏｒｅ 

ＲＡＪ２４００４５ 

ＲＡＪ２４００８０ 

ＲＡＪ２４００９０ 

ＲＡＪ２４０１００ 

 

 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efplc_j.html
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３． ＥＦＰ－ＬＣとの接続 

ＥＦＰ－ＬＣとユーザーターゲット基板との接続は、図３.１に示すようにＥＦ１ＴＧＣＢ－Ｘ（ターゲット

接続ケーブルバラ）またはＥＦ１ＴＧＣＢ－Ｂ（４線式ターゲット接続ケーブル）を使用して接続してください。 

また、ＭＣＵの出力電源（ＣＲＥＧ２）では、電力不足によりＥＦＰ－ＬＣを起動することができません。 

ＥＦＰ－ＬＣのＵＳＢコネクタよりＰＣやＵＳＢバッテリー等を接続し、電源を供給してください。 

 

 

 

図３.１ ユーザーターゲット基板との接続 
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４． 端子結線 

ターゲット接続ケーブルの端子結線表を表４.１に示します。 

 

表４.１ ターゲット接続端子結線表（電池管理ＩＣ ＲＬ７８コア内蔵ＭＣＵ用) 

ＥＦＰ－ＬＣ

側コネクタ 

Ｐｉｎ Ｎｏ. 

ターゲット側 

先端線色 
信号名 

４線式 

ケーブル 

Ｐｉｎ Ｎｏ. 

シリアル入出力モード

時のＭＣＵ接続端子名 

入出力 

(ライタ側) 

１ 橙／赤点１ ＧＮＤ １ 
GND0／GND1 端子に

接続 ＊3 
－ 

３ 灰／赤点１ T_VＰＰ ４ 未接続 Ｏｐｅｎ 

４ 灰／黒点１ T_VＤＤ ５ 
CREG2／VIN12／ 

P122 端子に接続 ＊1 
入力 

８ 白／黒点１ 
T_ＰＧＭ／

ＯＥ／ＭＤ 
８ 未接続 出力 

９ 黄／赤点１ T_SＣＬＫ ６ 未接続 出力 

１０ 黄／黒点１ T_TXＤ ７ TＯＯＬ0 端子に接続 出力 

１１ 桃／赤点１ T_RXＤ ２ TＯＯＬ0 端子に接続 入力 

１２ 桃／黒点１ T_ＢUSY ３ 未接続 入出力 

１４ 橙／黒点２ T_RＥSＥT ９ 
RＥSＥT 端子に接続 

＊2 
出力 

１６ 灰／黒点２ ＧＮＤ １０ 
GND0／GND1 端子に

接続 ＊3 
－ 

<端子処理補足> 

＊１：ＥＦＰ－ＬＣ側で使用する出力バッファの電源電圧を、ユーザー側電源電圧に合わすため、ＣＲＥ

Ｇ２（＋３．３Ｖ出力端子）をＴ＿ＶＤＤへ接続してください。 

＊２：ライタ使用時はＭＣＵのＲＥＳＥＴ解除は行いませんので、ユーザープログラムを動作させる場合

は、ライタとユーザーターゲットを切り離してください。 

   ライタ側のＲＥＳＥＴ出力については、Ｐ４の注２を参照ください。 

＊３：シグナルＧＮＤはＥＦＰ－ＬＣ側コネクタの１，１６Ｐｉｎの２端子を用意しています。 
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５． ユーザーターゲット推奨回路 

５．１  ユーザーターゲット推奨回路 

ユーザーターゲット推奨回路を図５.１に示します。 

 

 

図５.１ ユーザーターゲット推奨回路図（ＲＡＪ２４００４５用） 

 

注１：ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の衝

突が起きないように、ジャンパで切り離す等の処理を行ってください。 

 

注２：ＥＦＰ－ＬＣのＲＥＳＥＴ出力はオープンコレクタになっていますので、ＲＥＳＥＴ回路がオー

プンコレクタ出力の場合は、ＲＥＳＥＴ端子に１ｋΩのプルアップ処理を設けて接続してくださ

い。 

   ＲＥＳＥＴ回路がＣＭＯＳ出力の場合は、注１のようにジャンパで切り離す等の処理を行うか、

ＥＦＰ－ＬＣ側のＴ＿ＲＥＳＥＴ信号をＲＥＳＥＴ回路の入力に接続してください。 

   ライタからのＴＯＯＬ０および、ＲＥＳＥＴ信号出力タイミングの組合せで、シリアル入出力

モードエントリを行いますので、ＴＯＯＬ０およびＲＥＳＥＴ信号のＬ→Ｈ出力タイミングを５

００ｎｓ以下となるようにしてください。 

 

注３：ＶＣＣにはＭＣＵの電源電圧仕様に合わせて接続してください。 

 

注４：ＲＥＧＣ端子はコンデンサ（０．４７ｕＦ）を介してＧＮＤに接続してください。 

 

注５：ＣＲＥＧ２（＋３．３Ｖ出力端子）をＥＦＰ－ＬＣのＴ＿ＶＤＤに接続してください。 
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５．２  衝突防止回路例 

ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図５.２に示します。 

 

 

 

   ※プログラム時ジャンパを外す。 

 

図５.２ ジャンパによる衝突防止回路例 

 

 

６． 使用可能コマンド一覧 

電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵）で使用可能なコマンド一覧を表６.１に示します。 

 

表６.１ 電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵）で使用可能なコマンド一覧 

コマンド名 
記述 

コマンド 
概要 ページ 

ＭＣＵセット Ｔ ターゲットＭＣＵを指定 6 

ＶＤＤ供給 Ｘ ターゲットＭＣＵにＶＤＤを供給 6 

ボーレート設定 Ｓ 通信速度を変更 7 

シグネチャ Ｇ ターゲットＭＣＵの型名を確認 7 

イレーズ Ｅ ＭＣＵ内蔵ＲＯＭを消去 8 

ブランク Ｂ ＭＣＵ内蔵ＲＯＭが消去されていることを確認 8 

プログラム Ｐ ＭＣＵ内蔵ＲＯＭにＨｘｗファイルの内容を書込み 9 

ベリファイ Ｖ ＭＣＵ内蔵ＲＯＭとＨｘｗファイルの内容を照合 10 

チェックサム Ｈ ＭＣＵ内蔵ＲＯＭのチェックサム値を確認 10 

セキュリティ設定 Ｌ ＭＣＵのセキュリティを設定 11 

ウェイト Ｗ スクリプト動作を一時停止 12 
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７． コマンド説明 

電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵）用のコマンドについて説明します。 

 

７．１  ＭＣＵセットコマンド 

ターゲットＭＣＵを指定します。 

 

書式：Ｔ＝ｘｘ  ：小文字のｔも使用可 

 

 ・ｘｘ：４２が有効。先頭から２桁までが有効で、以降は無視します。 

 

  ４２：ＦＧＩＣ ＲＬ７８Ｃｏｒｅ 

 

記載例： 

Ｔ＝４２  ；ターゲットＭＣＵに電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア）を指定 

 

詳細： 

対応品種に応じたターゲットＭＣＵを指定します。 

本コマンドはＰＢＴファイルの先頭に記載してください。 

 

 

７．２  ＶＤＤ供給コマンド 

 

書式：Ｘ＝１  ：小文字のｘも使用可 

 

記載例： 

Ｘ＝１  ；ＭＣＵにＶＤＤを供給します。 

 

詳細： 

ＥＦＰ－ＬＣからユーザーターゲット基板にＶＤＤ（＋５Ｖ）を供給して、データの書込み、消去等のアクセ

スを可能にします。 

 

注意： 

・ＥＦＰ－ＬＣからＶＤＤ出力できるのは＋５Ｖのみです。電池管理ＩＣ（ＲＬ７８コア内蔵）ではプログラ

ミング時の動作電圧が＋３．３Ｖであるため、レギュレータ等を使用せずに使用しますとＭＣＵを破損する

恐れがあります。また、Ｔ＿ＴＸＤの出力レベルも＋５Ｖとなりますので、こちらの端子についてもレベル

変換が必要となります。十分ご確認の上ご使用ください。 

 

・供給できる電流容量は３００ｍＡ程度まで可能ですが、基板の突入電流が多い場合はエラーになり、最悪の

場合はＥＦＰ－ＬＣ自体がリセットしてしまいます。本コマンドをご使用される場合は、ターゲット基板の

消費電流をご検討の上でご使用ください。 

 

・本コマンドは MCU セットコマンドの後に記載してください。 
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７．３  ボーレート設定コマンド 

電池管理ＩＣとの通信速度を変更する。 

 

書式：Ｓ＝ｘ   ：小文字のｓも使用可 

 

 ・ｘ：（４～６まで有効） 

 

記載例： 

Ｓ＝６  ；ＭＣＵとの通信速度を５００ｋｂｐｓに設定 

Ｓ   ；エラー（引数がありません） 

 

詳細： 

電池管理ＩＣはデータの読出し、ベリファイ、書込み等のアクセス時に１１５２００ｂｐｓで通信しています。 

この通信速度を変更して処理時間を短縮することができます。設定値は表７.１を参照してください。 

本コマンドはＭＣＵセットコマンド（Ｔコマンド）の後に記載してください。 

 

注意： 

・コマンド実行後は、ＭＣＵ設定を変更（Ｔコマンド）するかＥＦＰ－ＬＣ本体の電源を切断するまで設定し

たボーレートで動作します。 

 

 

表７.１ 設定ボーレート単位［ｂｐｓ］ 

設定値    ボーレート 

S=４ １１５２００（規定値） 

S=５ ２５００００ 

S=６ ５０００００ 

 

 

７．４  シグネチャコマンド 

ターゲットＭＣＵの型名を確認する。 

 

書式：Ｇ,[ＭＣＵ型名]  ：小文字のｇも使用可 

 

 ・ＭＣＵ型名：ターゲットＭＣＵの比較パラメータ（１０文字まで） 

 

記載例： 

Ｇ,ＲＡＡ２４０１１０Ｘ ；ＲＡＪ２４００４５のパラメータと比較 

Ｇ   ；ＭＣＵ型名の参照のみ 

 

詳細： 

ターゲットＭＣＵの型名がパラメータ内容と一致することを確認します。 

パラメータは１～１０文字まで設定可能で、設定した文字のみ照合します。 

Ｇのみ（パラメータ未記入）では、ターゲットＭＣＵの型名を参照します。 

 

使用例： 

パラメータが不一致だった場合にエラーが発生するため、違うシリーズのＭＣＵへの誤書込みを防ぐことがで

きます。 

 



 
 

（8／16） 

ＥＦＰ－ＬＣ ＴｙｐｅＤ 補足資料（電池管理ＩＣ編） 

 

７．５  イレーズコマンド 

ＭＣＵ内蔵ＲＯＭを消去する。 

 

書式：Ｅ,,[ロックビット形式]     ；オールイレーズ 

   Ｅ,[消去ブロック先頭アドレス],[ロックビット形式]  ；ブロックイレーズ 

   ：小文字のｅも使用可 

 

 ・ロックビット形式：０：有効、１：無効 

 ・消去ブロック先頭アドレス：消去するブロックの先頭アドレス 

 

記載例： 

Ｅ,,１   ；オールイレーズ 

Ｅ,００００,１  ；ブロックイレーズ 

 

詳細： 

オールイレーズでは、全領域を消去します。 

ブロックイレーズでは、指定したブロックのみ消去することが可能です。 

ロックビット形式は有効／無効に関係なく消去します。 

 

注意： 

・オールイレーズでは、消去禁止領域以外を全て消去します。 

 ブロックイレーズで消去禁止領域を指定した場合はエラーが発生します。 

 

 

７．６  ブランクコマンド 

 

書式：Ｂ,[開始アドレス],[終了アドレス]  ：小文字のｂも使用可 

 

 ・開始アドレス：実行する領域の開始アドレス 

 ・終了アドレス：実行する領域の終了アドレス 

 

記載例： 

Ｂ,００００,ＦＦＦＦ 

 

詳細： 

指定した範囲のＭＣＵ内蔵ＲＯＭが消去されていることを確認します。 

 

注意： 

・ＭＣＵの対応アドレス以外のアドレスを開始アドレス、終了アドレスに記載するとエラーが発生します。 

 

・コマンドは１ブロック単位（１Ｋバイト）で動作するため、開始アドレス、終了アドレスはブロックの先頭

アドレス、終了アドレスをご指定ください。 

 

・開始アドレス／終了アドレスの範囲内に書込み／消去禁止領域が含まれる場合は、書込み／消去禁止領域以

外にのみコマンドを実行し、書込み／消去禁止領域に対しては実行しません。 

 ブランクチェックがＯＫでも書込み／消去禁止領域はブランク状態ではありません。 

 

・開始アドレス、終了アドレスともに書込み／消去禁止領域のアドレスを指定されている場合はエラーが発生

します。 
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７．７  プログラムコマンド 

ＭＣＵ内蔵ＲＯＭにＨｘｗファイルの内容を書込む。 

 

書式：Ｐ,[Ｈｘｗファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス],[ロックビット形式]  ：小文字のｐも使用可 

 

 ・Ｈｘｗファイル名：ＥＦＰ－ＬＣにダウンロードされたＨｘｗファイル名 

 ・開始アドレス：実行する領域の開始アドレス 

 ・終了アドレス：実行する領域の終了アドレス 

 ・ロックビット形式：０：有効、１：無効 

 

記載例： 

Ｐ,ＳＡＭＰＬＥ.Ｈｘｗ,００００,ＦＦＦＦ,１ 

 

詳細： 

ＭＣＵ内蔵ＲＯＭに開始アドレスから終了アドレスまでのＨｘｗデータを書込みます。 

ロックビット形式は有効／無効のどちらでも同じです。 

 

注意： 

・Ｈｘｗファイルのアドレス範囲以外のアドレスを開始アドレス、終了アドレスに記載しているとエラーが発

生します。 

 

・コマンドは１ブロック単位（１Ｋバイト）で動作するため、開始アドレス、終了アドレスはブロックの先頭

アドレス、終了アドレスをご指定ください。 

 

・ＭＯＴファイルの終了アドレスがｘｘｘｘｘｘＦＦｈでない場合は、ＲＣ－ＤｏｗｎｌｏａｄｅｒでＨｘｗ

への変換の際に Hxw data domain setting の項目で Setting type を Manual に設定のうえ、先頭アドレ

スをｘｘｘｘｘｘ００ｈに、終了アドレスをｘｘｘｘｘｘＦＦｈにして変換を行ってください。この際、変

換元の MOT ファイルに存在しない領域にはデータとして０ｘＦＦが埋め込まれます。 

 

・開始アドレス／終了アドレスの範囲内に書込み／消去禁止領域が含まれる場合は、書込み／消去禁止領域以

外にのみコマンドを実行し、書込み／消去禁止領域に対しては実行しません。 

 

・開始アドレス、終了アドレスともに書込み禁止領域のアドレスを指定されている場合はエラーが発生します。 
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７．８  ベリファイコマンド 

 

書式：Ｖ,[Ｈｘｗファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス]  ：小文字のｖも使用可 

 

 ・Ｈｘｗファイル名：ＥＦＰ－ＬＣにダウンロードされたＨｘｗファイル名 

 ・開始アドレス：実行する領域の開始アドレス 

 ・終了アドレス：実行する領域の終了アドレス 

 

記載例： 

Ｖ,ＳＡＭＰＬＥ.Ｈｘｗ,００００,ＦＦＦＦ 

 

詳細： 

指定した範囲のＭＣＵ内蔵ＲＯＭの内容とＨｘｗファイルの内容を照合します。 

 

注意： 

・Ｈｘｗファイルのアドレス範囲以外のアドレスを開始アドレス、終了アドレスに記載しているとエラーが発

生します。 

 

・コマンドは１ブロック単位（１Ｋバイト）で動作するため、開始アドレス、終了アドレスはブロックの先頭

アドレス、終了アドレスをご指定ください。 

 

・開始アドレス／終了アドレスの範囲内に書込み／消去禁止領域が含まれる場合は、書込み／消去禁止領域以

外にのみコマンドを実行し、書込み／消去禁止領域に対しては実行しません。 

 

・開始アドレス、終了アドレスともに書込み禁止領域のアドレスを指定されている場合はエラーが発生します。 

 

 

７．９  チェックサムコマンド 

ＭＣＵ内蔵ＲＯＭのデータのチェックサムを確認する。 

 

書式：Ｈ,[開始アドレス],[終了アドレス],[チェックサム値] ：小文字のｈも使用可 

 

 ・開始アドレス：実行する領域の開始アドレス 

 ・終了アドレス：実行する領域の終了アドレス 

 ・チェックサム値：２Ｂｙｔｅ（バイト減算されたワードデータ）／未記載 

 

記載例： 

Ｈ,００００,ＦＦＦＦ,５９Ｅ６ ；指定領域のチェックサム値と指定のチェックサム値を比較 

Ｈ,００００,ＦＦＦＦ  ；指定領域のチェックサム値を表示 

 

詳細： 

ＭＣＵ内蔵ＲＯＭのデータのチェックサム値を比較または表示します。 

 

注意： 

・チェックサム値は指定領域のデータを１バイト単位で減算したワードデータです。 

 

・開始アドレス／終了アドレスの範囲内に書込み／消去禁止領域が含まれる場合は、書込み／消去禁止領域以

外のデータのみ減算し、書込み／消去禁止領域のデータは無視します。 
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７．１０  セキュリティ設定コマンド 

ユーザープログラムの書換えを禁止するセキュリティ機能。 

 

書式：Ｌ,[ブートブロック番号],[ＦＳＷ開始ブロック],[ＦＳＷ終了ブロック],[プロテクト内容] 

   ：小文字のｌも使用可 

 

 ・ブートブロック番号：ブートブロック番号は３に固定 

 ・ＦＳＷ開始ブロック：フラッシュシールドウィンドウの開始ブロック 

 ・ＦＳＷ終了ブロック：フラッシュシールドウィンドウの終了ブロック 

 ・プロテクト内容：表７.２の通り 

 

表７.２ プロテクト内容のパラメータとセキュリティ機能の組み合わせ 

プロテクト 

内容 

ブートクラスタ０ 

書換え禁止 
消去禁止 書込み禁止 

１ ○ × × 

２ × ○ × 

３ ○ ○ × 

４ × × ○ 

５ ○ × ○ 

６ × ○ ○ 

７ ○ ○ ○ 

※ ○：有効、×：無効 

 

記載例： 

Ｌ,３,０,３Ｆ,４  ；書込み禁止に設定 

 

詳細： 

ターゲットＭＣＵに書込み禁止、ブロック消去禁止、ブートクラスタ０書換え禁止及びフラッシュシールド

ウィンドウ（ＦＳＷ）を設定することが可能です。 

 

注意： 

・セキュリティ設定コマンドを実行すると、無効にすることができません（セキュリティリリースコマンドは

使用不可）。以後ＭＣＵに対して消去及び書込みが出来なくなりますので、ターゲット基板の動作チェック

後にセキュリティ設定専用のスクリプトを実行することをお勧めします。 

 

セキュリティベリファイ機能 

 セキュリティ設定コマンドの末尾に,ｖを追加することでターゲットＭＣＵに設定されたセキュリ

ティの状態を確認することが可能です。 

 書式：Ｌ,[ブートブロック番号],[ＦＳＷ開始ブロック],[ＦＳＷ終了ブロック],[プロテクト内容],ｖ 

 

 記載例：Ｌ,３,０,０,２,Ｖ ；消去禁止が設定されていることを確認する 

 

 詳細： 

 コマンドに記載のパラメータとターゲットＭＣＵに設定されているセキュリティの状態を比較し

ます。 

 

 注意： 

 ブートブロック番号、ＦＳＷ開始ブロック、ＦＳＷ終了ブロック、プロテクト内容が全て一致し

ないとエラーが発生します。 
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７．１１  ウェイトコマンド 

スクリプト動作中に一時停止する。 

 

書式：Ｗ＝ｘｘ  ：小文字のｗも使用可 

 

 ・ｘｘ：一時停止する秒数を指定（０～９９まで有効、０はキー入力待ち） 

 

記載例： 

Ｗ＝７ ；７秒間スクリプト実行を停止 

Ｗ＝０ ；キー入力があるまでスクリプトを停止 

 

詳細： 

ウェイトコマンドはスクリプト動作を１～９９秒またはキー入力があるまで停止することが可能です。 

停止中はターゲット MCU のリセットを解除するため、書込み用ケーブルを接続したままで MCU を動作させ

ることが可能です。 

キー入力待ち中は、５分経過毎に１回警告音（ピピピ）を鳴らします。 

キー入力待ち状態でＳＴＡＲＴボタンを押して解除すると、ウェイトコマンド以降のコマンドを継続させるこ

とができます。このコマンドは１つのＰＢＴファイル中に何回でも使用できます。 

 

使用例： 

動作チェックの後にプロテクト書込みを行う場合等、簡易デバッグ時やデモ用のソフトをケーブルを外すこと

なく動作させることが可能です。 

 

注意： 

・本来のオンボード書込機（ライター）は、書込み終了後安全のためターゲット MCU のリセットは解除せず

終了（ターゲット基板は動作しない）します。書込み後にリセットを解除すると、書込み用ケーブルが接続

されている回路で MCU 動作に影響を与える場合があります。動作チェック等を行う場合は、電源を切り、

書込み用ケーブル等を取り外してからターゲット基板に電源を投入してください。 

 

・本コマンドはターゲット基板の回路構成によっては安全上問題が発生する場合がありますので、この点を十

分ご検討いただき、ユーザー様の責任においてご使用ください。 

 

・ご使用によりいかなる損害が発生致しましても、弊社は責任を取ることが出来ません。また、リセット解除

時の MCU 動作を保証するものではありません。 
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８． 参考スクリプト 

ＲＡＪ２４００４５に対して、書込み、消去を行う際の参考スクリプトを下記に記します。 

スクリプトコマンドの詳細は、”７．コマンド説明”を参照ください。 

 

＜参考スクリプト（ＲＯＭ容量：６４ＫＢの場合）＞ 

スクリプト内容 コマンド説明 

 

;MCU タイプセット 

T=42 

 

;ボーレート設定 

Ｓ=6 

 

;ALL イレーズ 

e,,1 

 

e,F1000,1 

e,F1400,1 

e,F1800,1 

e,F1C00,1 

 

;ブランクチェック 

b,0000,FFFF 

 

b,F1000,F1FFF 

 

;プログラム 

p,UserProg.hxw,0000,FFFF,1 

 

p,DataProg.hxw,F1000,F1FFF,1 

 

;ベリファイチェック 

v,UserProg.hxw,0000,FFFF 

 

v,DataProg.hxw,F1000,F1FFF 

 

;セキュリティ設定 

L,3,0,3F,4 

 

 

 

 

４２: FGIC（RL78 Core）選択 

 

 

通信ボーレートを 500kbps に設定 

 

 

コードフラッシュの全領域を消去 

（書込み／消去禁止領域は消去しない） 

データフラッシュを消去（1 ブロック単位） 

 

 

 

 

 

コードフラッシュ領域をブランクチェック 

（書込み／消去禁止領域はチェックしない） 

データフラッシュ領域をブランクチェック 

 

 

コードフラッシュ領域へプログラムを書込み 

（書込み／消去禁止領域は書込みしない） 

データフラッシュ領域へプログラムを書込み 

 

 

コードフラッシュ領域のベリファイチェック 

（書込み／消去禁止領域はチェックしない） 

データフラッシュ領域のベリファイチェック 

 

 

セキュリティ設定コマンドで書込み禁止設定 
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９． トラブルシューティング 

ＥＦＰ－ＬＣで発生するエラーの一部と、その対処法を紹介します。 

 

表９.１ エラー一覧 

ＬＥＤ表示 
原因と対処法 

ＥRR STＡTUS 

○ ○ 

[スクリプトエラー] 

(1)ＨＥＸからＨｘｗへの変換でＨｘｗ Ｆｉｌｅ Ｔｙｐｅが正しく選択できてい

ますか？ 

  ＲＸの場合はＮｏｒｍａｌを選択してください。 

(2)ＰＢＴとＨｘｗの先頭アドレス及び終了アドレスは一致していますか？ 

  Ｈｘｗ ｄａｔａ ｄｏｍａｉｎ ｓｅｔｔｉｎｇをＭａｎｕａｌに設定し、Ｈ

ｘｗのアドレスをスクリプトと一致させるか、スクリプトのアドレスをＨｘｗ

ファイルに合わせてください。 

○ ◎ 

[デバイスエラー] 

(1)ＭＣＵの電源電圧が正常範囲内でご使用されていますか？ 

(2)ＭＣＵとＥＦＰ－ＬＣの結線に間違いはありませんか？ 

(3)コネクタやＩＣソケットの接触不良の可能性があります。 

  コネクタやＩＣソケットを清掃してください。 

(4)通信ボーレートが合っていない可能性があります。 

  ボーレートの設定を変更してください。 

○ ● 

[コマンド実行エラー] 

(1)ＭＣＵとＥＦＰ－ＬＣの結線に間違いはありませんか？ 

(2)コネクタやＩＣソケットの接触不良の可能性があります。 

  コネクタやＩＣソケットを清掃してください。 

(3)ブランクコマンド実行前にデータを消去していますか？ 

  ロックビット有効でイレーズしている場合は、ロックビット無効でイレーズして

ください 

◎ ○ 
[ダウンロードエラー] 

(1)Ｈｘｗ、Ｆｘｗ、Ｐｂｔ以外の形式のファイルをダウンロードしていませんか？ 

(2)Ｈｘｗ及びＦｘｗファイルを編集していませんか？ 

◎ ◎ 

[バージョンアップエラー] 

ＥＦＰ－ＬＣのＦ／Ｗが対応していません。 

ＥＦＰ－ＬＣは、タイプごとにＦ／Ｗが異なりますので、タイプに合ったＦ／Ｗで

バージョンアップしてください。 

○：点灯、◎：点滅、●：消灯 

 

スクリプトエラーに関する補足説明 

ＥＦＰ－ＬＣでは、スクリプト（ＰＢＴファイル）に記載のアドレスとＨｘｗのアドレスを比較してお

り、以下の条件を満足しない場合にスクリプトエラーが発生します。 

１、Ｈｘｗファイルの先頭アドレス ＜＝ スクリプト記載の先頭アドレス 

２、スクリプト記載の終了アドレス ＜＝ Ｈｘｗファイルの終了アドレス 

 

デバイスエラーやプログラムエラー等のエラーが生じた場合 

次の手順で確認される事をお勧めします。 

１．ＭＣＵの電源電圧が正常範囲内か？ 

２．ＭＣＵとＥＦＰ－ＬＣの結線に問題ないか？ 

３．コネクタやＩＣソケットに接触不良が生じていないか？ 

接触不良に関しては“１０．２ 接触不良について”を参照ください。 
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１０． 参考 

１０．１  書込み時間 

ＦＧＩＣ／ＲＡＪ２４００４５（６４ＫＢ）の書込み時間を表１０.１に示しますので、参考として下さい。 

 

測定条件： 

ＥＦＰ－ＬＣ Ｆ／Ｗ  Ｖｅｒ．１．０５．０９ 

外部電源電圧   ３．３［Ｖ］ 

クロック   オンチップオシレータクロックで動作（外部クロック不使用） 

クロック転送速度  ５００,０００［ｂｐｓ］ 

 

コマンドはプログラムＲＯＭ領域（００００ｈ－ＦＦＦＦｈ）に対して実行。 

実行コマンド 実行時間 (単位:[Sec]) 

イレーズ １．２１ 

プログラム ３．１２ 

ベリファイ ３．０６ 

表１０.１ 書込み時間測定結果 

 

 

１０．２  接触不良について 

 

コネクタやＩＣソケットに接触不良が生じている場合は、清掃を行う必要があります。弊社ではＩＣソケット

等の清掃についてはナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）の使用を推奨しています。 

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良くします。

接触不良の問題が生じた場合はお試しください。 

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所（下記サイト参照）までお問い合わせください。 

ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）   http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html 

 

接触不良が生じているＩＣソケットの顕微鏡写真を図１０.１に示します。ソケットのコンタクト部分に見え

る白い部分で導通不良が生じています。 

 

図１０.１ 接触不良状態 

 

 

http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html
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改定履歴 

改定版 日付 内容 

第 1 版 201６年 9 月 28 日 新規作成 

第 2 版 2017 年 5 月 22 日 対応 MCU に RAJ240080 を追加 

第 3 版 2018 年 3 月 16 日 表 2.1 対応 MCU 一覧表に RAJ240090、RAJ240100 を追加 

7.5 イレーズコマンドの注意の消去禁止領域ブロックの記載を削除 
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